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Retele piramidale de nanoelectrozi

Retelele piramidale din siliciu
obtinute prin microprelucrarea
siliciului se pot utiliza pentru
realizarea unor microcipuri de
celule electrochimice, senzori
electrochimici sau biosenzori.

Retelele de nanoelectrozi s-au
proiectat in  IMT-Bucuresti
urmind o idee originala care
constituie obiectul unui brevet de
inventie pentru care la Expozitia
internationald a inventiilor de la
Geneva am obtinut medalia de
aur.  Acesti  nanoelectrozi
proiectati in IMT-Bucuresti au
fost initial procesati utilizind
echipamente tehnologice
performante, pe linia tehnologici
a Institutului de Microtehnologie
din Mainz (IMM), in cadrul
proiectului european EMERGE

de elemente, 1000-3600 elemente
/cip. Materialul de electrod, aurul
sau platina, a fost depus in strat
foarte subtire pe suprafata
piramidelor de siliciu. Izolarea
structurilor s-a realizat cu un film
dielectric depus la temperaturd
joasd peste stratul metalic,
raminind neacoperit numai
varful structurilor de dimensiuni
nanometrice, acesta constituind
electrodul propriu-zis. Astfel de
retele de nanoelectrozi se pot
integra cu alte elemente pentru

realizarea senzorilor electro-
chimici sau a celulelor
electrochimice  miniaturizate.

Dimensiunile reduse ale acestor
structuri conduc la urmatoarele
avantaje: volume mici ale
probelor de analizat sau

Biocipuri pe siliciu pentru eliberarea
controlata a medicamentelor

La ora actuald, multe cercetiri sunt orientate pentru
obtinerea unui dispozitiv medical care si permiti eliberarea
controlati a medicamentelor in vecinatitea organelor afectate.
Modul lui de realizare trebuie si permité dirijarea controlati
a eliberdrii — continuu sau cu o anumita frecventid — a unor
doze de medicamente.

Utilizarea unor
dispozitive miniaturizate este
Rl P important  in
revolutionarea cercetarii si

tratamentelor medicale.
Motivul  este  simplu:
Hiposibilitatea de a monta
oriunde in corp aceste
dispozitive oferd modalitatea

de tratare eficientdi a
organelor afectate si de asemenea se pot administra
pacientilor medicamente necesare insandtosirii atat in spital,
cit si intr-un sanatoriu sau chiar acasi. Versatilitatea
tehnologiei siliciului a permis proiectarea si realizarea unor

<

Laboratorul de nanotehnologii

de Acces Transnational la
Facilititi de Cercetare si ulterior
in IMT- Bucuresti, in Centrul de
Servicii Tehnologice.
Aceste
miniaturizate  au

dispozitive
constituit

electrodul de lucru al unei celule
electrochimice clasice, prezen-
tind avantajul unei sensibilitati
foarte mari, limita de detectie
fiind in domeniul 10%-10"*
moli/litru. Curentul de misuri
este suficient de mare deoarece se
amplifica cu numarul de electrozi
din retea, electrozii fiind la
acelasi potential. Au fost realizate
experimental retele de
nanoelectrozi cu numér variabil

posibilitatea de a fi direct
introdusi in mediul lichid care
trebuie sa fie monitorizat,
obtinindu-se astfel informatii in
mod continuu si in timp real
pentru © varietate mare de
poluanti.

Principalele aplicatii  ale
cipurilor cu retele de electrozi de
dimensiuni nanometrice sunt
pentru controlul poludrii in medii
lichide sau pentru investigarea

reactiilor electrochimice in medii
biologice.
Persoani de contact:

Irina Kleps(irinak@imt.ro)

dispozitive miniaturizate implantabile pentru eliberarea
controlatii a medicamentelor. Dispozitivul consté dintr-o refea
integrati de microrezervoare pe siliciu cu volumul foarte mic,
si anume cuprins intre 100-400 nanolitri, cu capac din aur si
un circuit electric alimentat de o minibaterie. Numirul
microrezervoarelor pe un cip a fost astfel ales incét volumul
substantelor active si fie acelasi. Cipul realizat experimental
are dimensiunile de 4x4mm si poate avea un numar de 4, 8,
sau 16 rezervoare de dimensiuni diferite.

in timpul experimentelor in vivo, capacul metalic va
suferi un proces electrochimic de corodare, circuitul electric
controlind viteza de eliberare a substantelor medicamentoase
incapsulate in microrezervoare. ]}—
Microcipurile pot fi implantate
pacientilor prin tehnici chirurgicale
sau prin injectie, sau pot fi montate
in exteriorul corpului. Astfel pot fi
eliberate controlat (cu diferite rate
si diferite perioade de timp) 4
medicamente, molecule organice sau anorganice care au un
efect bioactiv, ca de exemplu: anestezice, agenti
chimioterapeutici, hormoni, agenti de reglare a
metabolismului, zaharuri, imunomodulatori, antioxidanti,
antibiotice.

Persoanii de contact:

Mihaela Miu (mihaelam@imt.ro)
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Arie de micropelistori pentru detectia
gazelor combustibile

copul realizarii prototipului a fost dezvoltarea ariilor

de microsenzori chimici catalitici si microstructurilor

de test, realizati prin microprelucrare, compatibili cu
tehnologiile de circuite integrate, utilizati pentru detectia
gazelor combustibile, cu aplicatii directe in industria de
aparaturi casnicd, in industria minierd, petroliera, armata etc.,
cu efecte in siguranta intreprinderilor industriale si a
cetateanului. Microsenzorii propusi prezintd avantajul ca pot
fi utilizati in medii cu pericol crescut (de explozie).

Caracteristicile micropelistorului  permit
caracterizarea straturilor senzitive din punctul de vedere al
sensibilitatii, aderentei, metodei de depunere. De asemenea,
utilizéind diferite straturi senzitive, se pot detecta gaze diferite.
Datorita conductivitatii mari a pelistorului, timpul de raspuns
al microsenzorului este de sub 1 secunda (uzual 0.3 secunde).

Pentru utilizarea micropelistorului, este indicat a se folosi
un montaj in punte Wheatstone.

Domeniile de utilizare a dispozitivului includ intreprinderile
industriale, combinatele chimice, rafinariile, dar poate fi folosit
cu succes si inglobat in aparaturd de uz casnic sau ca dispozitive
portabile pentru domeniul minier.

Microsenzorul calorimetric integrat este realizat folosind
tehnologiile de microprelucrare de suprafata si volum a

testarea si

LLONI Al CERCETARII ROMANESTI
software-ul pentru conectarea la computer. Sistemul poate fi
folosit ca un sistem distribuit, fiind bazat pe arhitectura TCP/IP

pentru comunicarea datelor la distanta. De asemenea, poate fi
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utilizat cu ajutorul modemurilor GSM pentru trimiterea de
mesaje scrise, atunci cind nu se poate implementa solutia
transmiterii datelor prin TCP/IP, utilizind retea de calculatoare
sau internetul (de exemplu, la o instalatie dintr-o
intreprindere).Elementele de noutate ale tehnologiei constau in:
realizarea in premierd a pelistorului pe o membrana suspendata,

Laboratorul de cercetare microstructuri
pentru aplicatii bio-medicale

siliciului, asociate cu
procesele de realizare a
circuitelor integrate. Pentru
a minimiza pierderea de
caldura in substrat,
senzorul a fost realizat pe o
membrand suspendata de
nitrurd de siliciu. Pe
membrana de nitrurd se
depune polisiliciul, care se
configureaza si formeaza
heater-ul integrat. Pe oxi-
dul de izolare a heater-ului
se depun metalele cu rol
catalitic. Metalul cu rol de
catalizator poate fi diferit in
functie de gazul care se
doreste a fi detectat. De
exemplu, se poate folosi Pt
si Pd, pentru hidrogen si
respectiv pentru metan,
Partea de achizitie si
prelucrare de date de la
senzori este alcatuita din
propriu-zis de
achizitie de date si din

sistemul

ceea ce minimizeaza pierderile de caldura prin substrat;
integrarea stratului ceramic cu fluxul de realizare a
micropelistorilor; realizarea miniaturizatd a unei arii de

micropelistori compatibile cu tehnologiile de circuite integrate;
posibilitatea de achizitie si trimitere a datelor la distanta,
folosind protocoale TCP/IP sau sistemul GSM.

Dispozitivul a fost realizat de catre IMT-Bucuresti in
colaborare cu S.C. ROMES S.A. Bucuresti si S.C. IPEE S.A.
Curtea de Arges, care sunt si beneficiarii produsului.

Persoani de contact: dr. Carmen Moldovan,
e-mail: cmol (@imt.ro
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Structuri MOEMS uti-
lizate in domeniul comuni-
catiilor si al senzorilor

Un microsistem este un sistem
miniaturizat care combini diverse
functii: de sesizare, actuare si procesare.
Microsistemul combina cel putin doui
functii (electrica, mecanica, optici sau
altele) pe acelasi substrat semiconductor
(cip).

—— —

Structuri MOEMS cu microcavitati
Fabry-Perot delimitate de membrane
suspendate cu diverse geometrii de
prindere, integrate cu fotodiode
(colaborare bilaterald IMT Bucuresti —
LAAS CNRS, Toulouse, Franta)

Microsistemele electro-mecanice,
cunoscute sub numele de MEMS
(Micro-Electro-Mechanical  Systems)
combind componente electrice si
mecanice (structuri tridimensionale,
mobile, de dimensiuni micrometrice sau
milimetrice), utilizind tehnologiile de
fabricatie ale circuitelor integrate, la care
se adaugi tehnici specifice de
microprelucrare, bazate de multe ori pe
materiale noi.

Sistemele de tip MOEMS (micro-
opto-electro-mecanice) sunt o com-
binatie a celor de tip MEMS, la care se
adauga o functie optica.

Avanatajele structurilor de tip
MOEMS, structuri ce pot fi realizate in
cadrul  Institutului  National de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Microtehnologie (IMT Bucuresti) sunt:
imunitate la zgomotul electromagnetic;
posibilitatea utilizarii in medii cu grad
crescut de periculozitate (explozive);
masuratori la distanta si posibilitatea
utilizdrii in medii inaccesibile, fara
perturbarea  semnalului; selectivitate
ridicati si acuratete in determindri
(selectivitate in detectia chimica);
miniaturizare; productii de masa; cost
scazult.

Domeniile de aplicatii  ale
tehnologiilor de tip MOEMS cuprind:
comunicatii  optice;  monitorizarea
mediului; biosenzori; controlul
proceselor industriale.

Microinterferometrul Fabry-Perot,
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Filtru acordabil compus dintr-un
interferometru Fabry-Perot (oglinda
mobild realizatd prin
microprelucrarea  siliciului  cu
orientarea <l11>) integratd cu o
fotodiodd
obtinut prin tehnici de microprelucrare de
mare precizie, constd  dintr-o
microcavitate optica rezonantd care
constituie elementul de baza pentru
numeroase tipuri de senzori: de presiune,
temperaturd, chimic-pentru masurarea
concentratiilor de gaze poluante,
modulator, filtru acordabil in sistemele de
comunicatii optice, WDM, element
pentru selectarea lungimilor de undi in
spectroscopia IR.
Persoane de contact:
dr. ing. Raluca Muller
(ralucam@imt.ro)
dr. ing. Dana Cristea
(danac@imt.ro)

IL.aboratorul de microfotonica

Tehnologii de realizare
circuite fotonice integrate
eterogen cu fotodetectoare
pe siliciu

Materiale  polimerice  pentru
componente microfotonice pe baza de

polimeri cu indice de refractie
controlabil
Polimerii  sunt  materiale cu

proprietati adecvate domeniului fotonicii,
putind fi obtinuti cu proprietiti
controlate - indice de refractie, sen-
sibilitate la radiatia UV - in vederea
realizérii de componente microfotonice
integrabile cu structuri optoelectronice
pentru circuite integrate si subsisteme
microfotonice. In IMT s-au obtinut

polimeri cu indice de refractie controlabil
in domeniul 1,6-2 si in acelasi timp
sensibili la radiatia UV pentru a putea fi
configurati direct prin fotolitografie (fara

< -utilizarea  unui
\slral de
fotorezist), poate

fi depus prin
spining pe diferite
tipuri de

parbis tr.atie
Polimerii utilizati
au fost alcoolul
polivinilic (PVA-
este un polimer

solubil in apa,
care poate fi
depus prin

-spining pe diferite

tipuri de

substrate) si

polimetacrilatul

de metil

(PMMA).

Controlul

proprietatilor

optice a fost realizat prin dopaje cu oxizi
metalici. Polimerii obtinuti au fost
utilizati la realizarea de circuite fotonice
integrate (ghiduri optice, divizoare,
multiplexoare, rezonatoare inelare)
integrate cu structuri de fotodiode ca
elemente de fotodetectie.

Aplicatii: senzori chimici (gaze
poluante); biosenzori — analize de ADN,
proteine, interconexiuni optice.

Persoani de contact: dr. ing. Dana

Cristea (danac@imt.ro)
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Tehnologie de realizare a dispozitivelor FBAR suspendate pe membrane

Tehnologia FBAR - Film Bulk Acoustic wave Resonator (rezonator cu unde acustice de volum) reprezintd o tehnologie
avansatd pentru realizarea de rezonatori si filtre, cu frecvente de operare pini la 10GHz. Deoarece undele acustice se propaga
cu aproximativ 4-5 ordine de marime mai incet decét undele electromagnetice, rezonatorii cu unde acustice de suprafati sau de
volum au arii mult mai mici decit structurile cu linii de transmisie realizate pe materiale cu permitivitate foarte mare. Din acest

motiv dezvoltarea unor filire de microunde bazate pe rezonatoare

m":::ﬂ::;;r:a FBAR reprezinta o preocupare extrem de actuala in lume.
membrane: de ntrura de Dispozitivele FBAR sunt cu 50% - 80% mai mici decét diplexorii
galu ceramici conventionali, ceea ce asigurd dimensiuni reduse pentru
telefoanele mobile in care se pot incorpora facilitati PDA, MP-3 si
GPS. Pe langa telefonia mobila, interes mare pentru aceste
dispozitive se manifesta si din partea comunicatiilor prin satelit, a

navigatiei sau a transmisiei de date.

Nitrura de galiu Prezentam in continuare o tehnologie noud de realizare a
crescuta pe Sicu  dispozitivelor de tip FBAR suspendate pe membrane de GaN.
Tehnologia se bazeaza pe microprelucrarea mecanica a unor structuri

Top electrode Ti/Au (101200 nm) heteroepitaxiale de nitruri de galiu pe siliciu. Nitrura de galiu este un

/ material semiconductor de banda largd, cu proprietiti piezoelectrice
— pronuntate.

: Un strat de GaN cu grosimea de 2,2um se cregte prin tehnici

41— HR silicon MOCVD pe un substrat de siliciu de inalta rezistivitate (p>10kQcm),

cu orientare <111>. Heterostructura include straturi subtiri de AIN,

ﬁrms.':"(m"?“) straturi care reduc stresul in GaN si permit evitarea crapaturilor in

G material. Pentru a configura metalizarea structurii FBAR pe fata

Sputtered gold (250 nm) plachetei, au fost folosite fotolitografia de contact conventionala,

depunere Ti/Au prin evaporare si tehnici de lift-off. Membrana de

Laboratorul de microstructuri, dispozitive si
circuite de microunde

jational lnstlmte for R

GaN se reveleaza folosind microprelucrarea de volum. Mascarea
de spate, pentru formarea membranei, a fost obtinuti prin dubli
aliniere. Metalizarea pértii de spate a structurii se realizeaza cu
aur.

Prin aceasta tehnologie s-au obtinut structuri masurate apoi in
microunde. Parametrii S aratd prezenta unei rezonante pronuntate
la 1,2 GHz.

Tehnologia a fost dezvoltati de IMT-Bucuresti impreund cu
FORTH Heraklion si Universitatea Tehnica Darmstadt, in cadrul
proiectului european “AMICOM” (Programul Cadru 6). Proiectul
AMICOM este o refea de excelentd (NoE-network of excellence) 0.78 ——
intitulatd “Advanced MEMS for RF and millimeter wave™-ctr.
507352 finantat de Comisia Europeana si are 26 de parteneri
europeni. IMT are o implicare deosebit de activa in cadrul acestei
retele, fiind implicat intr-o serie de cercetari de varf alaturi de alti

Fotografie de sus a
structurii FBAR pe membrane
de GaN obtinutd la microscopul
SEM. Adezivul conductiv din
stanga fotografiei este utilizat
pentru a conecta electrodul de
masd la metalizarea de pe
spatele membranei si permite
mdsurarea in microunde :

0.76 |

0.74 |

Magnitude S11

parteneri europeni, cum ar fi cele legate de sistemele de R ‘

identificare la 60 GHz, cercetarile legate de filtrele de tip L-C si L — | .

bazate pe structuri de tip FBAR destinate front-endurilor 068 | L - 1 |
reconfigurabile pentru sistemele de comunicatii mobile “3G" si I LI 12 13 14 15
“peste 3G”. IMT face parte din din boardul director al proiectului. Frequency (GHz)

Persoania de contact: dr. A. Muller (alexm(@imt.ro) Mdsurdrile in microunde pentru structura FBAR
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IMT este participant in proiectul european “Design for
icro and Nano Manufacture™ (cu acronimul PATENT-
DIMM), alaturi de un numar de alte 23 de institute de cercetare
i universititi din Europa. Laboratorul de simulare si modelare
sistata de calculator din cadrul IMT este implicat in acest
proiect. Unul dintre subproiectele finantate de PATENT a fost
propus si cistigat de catre o echipa a acestui laborator. Obiectul
cercetarilor |-a constituit unul dintre fenomenele intens studiate

dar incd putin intelese, care apare la nivelul microsistemelor,

cunoscut sub numele de “stictiune” (o adaptare din limb

engleza dupa termenul de “stiction”). In calitate de conducito
de proiect, IMT, prin echipa laboratorului nostru, a avut sarcin

si coordoneze cercetdrile desfisurate in colaborare cu alte trei
institute europene: Tyndall National Institute (Irlanda), Heriot
Watt University (Scotia), Warsaw University of Technolog

(Polonia).

e @

Modelarea 3D a topografiei suprafetelor pornind de la
imaginile obtinute prin microscopie de fortd atomicd (AFM),
cu indicarea unor detalii de pe suprafatd (in stanga - imaginea
AFM, iar in dreapta — suprafetele reconstruite in format de
fisier CAD). In figurile din partea dreaptd, deniveldrile sunt
reprezentate la o scard exageratd.

Modelarea topografiei suprafetelor pornind de la imaginile
obtinute prin microscopie de fortd atomicd (AFM), cu
indicarea unor detalii de pe suprafata (in stanga - imaginea
AFM, iar in dreapta — suprafetele reconstruite in format de
fisier CAD). In figurile din partea dreaptd, deniveldrile sunt
reprezentate la o scard exageratd.

Laboratorul de modelare-simulare

Fenomenul studiat consta in aparitia unor forte de adeziune
intre doud suprafete aduse in contact mecanic, si care constituie
un impediment in functionarea normala a microdispozitivelor.
Ipotezele care se fac in abordarea acestui fenomen considera
contributia conjugatd a mai multor tipuri de forte, cum ar fi
ffortele Van der Waals si forta Casimir. S-a constatat ¢ii existii o
legaturd directa intre marimea fortei totale de adeziune si
rugozitatea suprafetelor. Bazandu-ne pe studii experimentale,
care au inclus analize de topografie a suprafetelor realizate prin
microscopie de fortd atomica (AFM), au fost generate modelele
3D si realizate simuldrile de contact. Prin simulare s-au
determinat ariile de contact efectiv, presiunile si tensiunile

mecanice induse in materiale. Constatarea ca aceste presiun
de contact au valori extrem de mari sugereazi posibilitate
existentei unui nou mecanism al fenomenului, prin realizare.
de microsuduri in punctele de contact ale asperititilo
suprafetelor. Pe lingi aceste aspecte, in colaborare cu ceilalti
parteneri au fost realizate mdsuratori ale proprietitilor d
material si structuri de test care si permitd evaluare
experimentala a rezultatelor simulirilor.

Acest proiect a fost apreciat de citre Industrial Adviso
Board al PATENT. Pentru aprofundarea cercetarilor, a fos
obtinuti o continuare a proiectului peste perioada initiald.

Persoani de contact: Raluca Muller (ralucam@imt.ro)

\Simulare care releva
Fl'r'srribu,!ia tensiunilor
mecanice in interiorul
materialului  atunci
\cand suprafetele sunt
lsupuse presiunilor de
contact. Spoturile
luminoase  reprezinti
zonele in care tensiunile
. ot ™™ e = = o IMecanice sunt mari, ele
corespunzand asperitatilor aflate in contact efectiv. In functie
de addancimea in interiorul materialului, valorile se diminueaza
st difuzeazd pe arii mai intinse.

Modelul 3D al =

unei suprafete
rugoase, generat
pentru realizarea
simuldarilor de

contact, §i modul in
care acesta a f().\‘!
discretizat in
elemente finite. Tipul
de elemente finite
Jfolosite a fost adaptat in functie de topografia locald— acolo
unde deniveldarile sunt pronuntate au fost folosite elemente de
tip tetraedric, iar in rest, elemente de tip hexaedric.
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Proiect in Programul MATNANTECH “ACCELERAREA SELECTIVA PRIN
IRADIERE CU LASER A IMBATRANIRII DISPOZITIVELOR
SEMICONDUCTOARE DE PUTERE”, ACCSEL, perioada 2001-2004

Fiabilitatea dispozitivelor semiconductoare realizate in tehnologia bipolara este afectatd de un mecanism de defectare tipic,
caracterizat de formarea unor zone de supraincilzire locala, denumite in literatura de specialitate “hot spots™ ( “pete fierbinti™).
Mecanismul este initiat de prezenta in zona activi a dispozitivelor a unor defecte microstructurale care introduc in banda interzisi
a materialului semiconductor nivele energetice “adénci”, adici nivele energetice situate catre mijlocul benzii interzise. Defectele
pot fi impuritati — indeosebi metale de tranzitie, defecte cristalografice, stari de interfata sau regiuni tensionate. Nivelele energetice
“adanci” actioneazd pentru purtatorii de sarcini ca o punte peste banda interzisa a semiconductorului, determinind o crestere
locala a curentilor de generare-recombinare. Apare o crestere locald a temperaturii, ceea ce conduce la o multiplicare in avalansd
a densitatii de curent. Se formeaza zone de conductie crescuti si de temperaturi ridicata (“hot spots™), care determina topirea locala
a materialului semiconductor si degradarea dispozitivelor.

Asigurarea unei fiabilitati corespunzatoare pentru dispozitivele semiconductoare bipolare se realizeaza atat prin acuratetea
tehnologicd ridicatd (limitarea defectelor induse de procesele tehnologice), cdt si prin selectia de fiabilitate a dispozitivelor.
Tehnologia clasica pentru selectia dispozitivelor fiabile constd in imbdtranirea acceleratd a lotului de dispozitive finite, prin
incercdri accelerate electric silsau termic. Aceastd tehnologie presupune costuri care sunt recunoscute ca fiind foarte ridicate.
Ele rezultd atat din durata mare §i consumurile mari de energie ale incercarilor, cdt si din faptul cd in procesul de selectie sunt
eliminate dispozitive finite.

In cadrul proiectului s-a elaborat un proces tehnologic nou de selectie de fiabilitate. Prima idee originali este de a face selectia
de fiabilitate chiar pe fluxul tehnologic, la nivelul structurilor semiconductoare (asa-numitele “cipuri”, care apoi sunt incapsulate,
devenind produs finit), acolo unde mecanismul de defectare se manifestd. A doua idee originali este de a utiliza o accelerare
optica a generarii-recombindrii purtatorilor de sarcina: structurile semiconductoare polarizate electric sunt supuse unei iradieri cu
laser. Prin utilizarea unei lungimi de unda asociate tranzitiilor purtitorilor de sarcini pe nivelele “adiinci”, s-a putut obtine o
accelerare selectiva a imbatrdnirii, care actioneaza numai la defectele structurale responsabile de degradarea dispozitivelor prin
formarea de “‘hot spots™. Acest lucru a facut posibila utilizarea unor factori de accelerare cu citeva ordine de méarime mai mari

g Laboratorul de fiabilitate

decét in cazul acceleririi termice, ceea ce a condus la o scadere a duratei procesului de imbatriinire accelerati, de la zile-saptaméni
la zeci de secunde.

Noul proces tehnologic a fost introdus la fabricatia de tranzistoare de putere a SC ROMES SA. Au rezultat economii
importante, referitoare la consumurile pe fluxul de fabricatie de materiale, manopera si energie, fata de efectuarea selectiei de
fiabilitate pe produse finite si prin imbitrinire
acceleratd termic.

Echipamentul de accelerare prin iradiere laser a
generdrii-recombindrii pe nivele adanci la structurile
semiconductoare

Masa de incercare a echipamentului:

a -obiectiv de focalizare a radiatiei laser;

b -dispozitiv de prindere;

¢ -sonde de polarizare electrica a structurilor
semiconductoare;

d -dispozitiv de marcare a structurilor defectate;

e -placheta cu structuri procesate.

Director de proiect: Lucian Galateanu
(luciang@imt.ro)
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